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V326a SOI技術を用いた新型X線撮像分光器の開発 13: 裏面照射型素子の軟X
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我々は、次世代のX線天文衛星搭載を目指してX線 SOIピクセル検出器を開発している。これは SOI(Slicon On
Insulator)技術を用いることで、厚いセンサー部と高速のCMOS読み出し回路一体構造として実現するものであ
る。各ピクセルにヒットタイミングを出力させるイベントトリガー機能を備えることで、高い時間分解能 (10µsec
以下)を得る。また、厚い完全空乏層を持つ裏面照射型素子により 0.5-40keVのワイドバンドな観測を実現する。
本講演では軟 X線側の感度向上を目指す裏面プロセスの性能評価結果を報告する。我々は、裏面の暗電流を

増やさない観点から、これまでに２種類の裏面照射型素子を開発した。1つは、LBNLで開発されたイオンイン
プラントで低温アニール処理を行うことで、アモルファス Siを裏面の電極として形成した素子 LTA(Low Temp.
Anneal)、もう 1つは、イオンインプラント+レーザーアニール処理をした電極を持つ素子 LA(Laser Anneal)で
ある。過去の結果から、LTAは 1.2µm、LAは 1.9µmの不感層厚をもつことがわかった。今回、Cl、Ti、Fe、Se
の特性X線を用いた評価を行っている。その詳細なＸ線評価結果と半導体分析結果を示す。


